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　　　　　(Iw = 1.OA, tr = 2 0ns)
　記憶平面内の主要ビットにおける，情報電流振幅ｌｄに対する読出し電圧特性を図2.55
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(ｃ)磁性線ケーブル* 0 5 , Ih。･=･ア0 mA
図5.ろ０　　全測定ビットを走査したときの読出し電圧波形
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ｍＡの広い動作領域が得られたことから，サイタノレ時間１μＳにお・ける読出し一再書込
み動作は安定であると結論できる。
５．５．４本章の概要
設計検討に訟いて目標とした磁性線ケープル記憶スタックの動作速度について評価，検
討を行なうために，部分実装した実験用記憶装置を試作し，システム・エクササイザによ
って試験を行なったｏ
まず，試作装置の構成について説明し，サイクル時間１μＳにお・ける動作結果から，充
分に余裕時間をもって安定に動作しうることを結論した。
サイクル時間，アクセス時間などの動作速度を支配する時間的要因について分析を行な
い，周辺回路に改良を施さない段階でもサイクル時間５Ｄ０ｎｓで動作しうることを，実験
的にも示した。また，さらに高速化をはかるために必要な検討事項について述べた。
単純な試験ノｌターンに対してではあるが，広い動作電流許容範囲が得られたことから，
サイクル時間１ｆｉＳにおける読出し一再書込み過程が安定であることを結論したｏ
ａ６結論
銅合金線の表面Ｋ・゛－マロイを電気めっきした円筒形磁性薄膜が，磁性薄膜としての特
長の他に，連続して一括生産できること，記憶素子としての構成が単純で量産性を有して
いること，などに着目し，テープ・ケーブル状に成形した磁性線記憶素子を開発し，記憶
容量１０万ピット規模の記憶スタッタを試作，検討して，所期の性能が得られたことを明
らかにしたｏ
この結果から，電子交換機用として，磁性線ケーブル記憶素子が，経済性，信頼性，大
容量化友どの要求を満足しうることを結論したｏ
本研究の内容は次のろ項に大別されるｏ
第一は，テープ・ケーブル状にした磁性線記憶素子の試作と，仕上り形状寸法，磁性線
の特性変化などの点からするケープル成形条件の検討である。第二は，信頼性，経済性に
重点を訟いた，記憶容量１０万ピット規模の磁性線ケープル記憶スタッタの設計Ｋ関する
電気的，機構的検討である。また第三は；試作記憶友タックおよび部分実装した周辺回路
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４と接続した実験用記憶装置による，磁性線ケーブル記憶スタッタの特性検討と評価である。
本研究に釦いて得られた成果は次の通りである。
１）テープ・ケープル状にした磁性線記憶素子を開発して実用しうる特性か得られるこ
とを示し，その適切々製造条件を明らかにした。
２）磁性線ケーブルと語線テープ・ケーブルとをはり合わせて折りだゝむことにより，
信頼性の高い大容量記憶スタッタが経済的に製造しうることを示し，記憶スタッタの
電気的，機構的設計条件を検討し，設計に必要な基礎データを明らかにした。
ろ）１０万ピット規模の記憶スタッタを試作して測定，評価試験を行力：い，設計目標値
を満足する性能か得られたことを示した。さらに周辺回路を部分実装した実験用記憶
装置について動作速度の検討を行たい，サイクル時間を支配する時間因子の分析から，
サイクノレ時間５００ｎｓをきる動作速度か達成しうることを結論した。
今後に残された重要な研究課題は，磁性線製造技術の改良である。とくにテープ・ケー
プル化に必要な長尺にわたって，特性ぱらつきの少ない磁性線を高い歩留で得ることは，
経済化の総合的な達成にとって不可欠である。
また磁性線ケーブル記憶装置全休としては周辺回路の改良が必要でも凱回路構成の簡
潔化，部品点数の減少，語ならびに桁駆動回路，セｙス回路など直接周辺回路の集積回路
化たどが信頼性，経済性向上の点から必要である。
記憶スタッタと周辺回路間の相互接続については，必要な直接周辺回路部分を記憶スタ
ック内に収容して，相互接続点数の減少，安定化をはかる必要がある。すなわち語駆動系
については，番地選択－トリタスを記憶スタック内の基板上に設置することによ凱記憶
スタッタの端末数は４０９６語規模で１／ろＯにも減少する。・また桁系についても，とくに
センス回路の記憶スタッタ内収容は，記憶スタッタと外部回路とのインターフェイスが，
低レベルのアナログ信号にかわって比較的高レペルのディジタル信号で行なわれることに
カ：るので安定化に有利である。
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第４章本研究の要約とその成果
磁性薄膜が記憶素子としてすぐれた性能をそヵ：えていることに着目し．高性能で安定な
磁性薄膜記憶素子の開発を目的として，動作速度の向上ならびに信頼性，経済性の改善に
ついて研究を行たったＯ
本研究の内容は２部からなるＯ
第一部は，平面形磁性薄膜記憶素子に関するものであリ，開磁路構造をもつ磁性薄膜と
それに近接して配置した導体板とで構成される，渦電流磁界を利用した非破壊読出し記憶
素子を開発し，高速性に主眼をおいて検討を実施したＯ
第二部は．円筒形磁性薄膜記憶素子に関するも０であり，円周方向に容易軸をもつ閉磁
路形磁性線テープ．ケーブルを開発し．大容量化．経済化，信頼性の向上に主眼をおいて
検討を実施したＯ
本研究によって得られた主な成果は次の通りであるＯ
Ｉ）平面形磁性薄膜による非破壊読出し記憶素子の開発によって．高速読出し動作を可能
にしたＯ
２）非破壊読出し動作かきわめて安定であることを理論的，実験的に明確にしたＯ
ろ），円筒形磁性薄膜によるテープ．ケーブル形記憶素子の開発によって．磁性薄膜記憶の
大容量化．信頼性の向上を可能にしたＯ
４）語線テープ．ケーブルをはり合わせた磁性線ケーブル記憶スタッタによって．磁性薄
膜記憶の経済化を可能にしたＯ
本研究に・お・ける検討から，平面形磁性薄膜記憶素子は高速・小容量記憶に，円筒形磁性
薄膜記憶素子は中速，大容量記憶に．それそれ適用領域を有するものと判断されるＯ
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